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(57) Abstract: The invenlion relates lo a chip assembly comprising a chip (20) having a front side (21) and a rear side (22) and in 
whose from side at least one integrated component is provided. The chip is provided, on or in the front side thereof, with contact 
locations (23) sen'inc to contact the integrated component and has contact material elements (24) made of a contact materia] thai 
extend in material receptacles (29) between the contact locations (23) and contact points (26) on the rear side of the chip. The chip 
assembly also comprises a substrate ( 1 0) with a contact side ( 1 1 ) on which contact surfaces ( 12) for defining a contact surface layout 
are provided. The chip is placed on the substrate so that the rear side (22) of the chip (20) is situated on the contact side (11) of the 
substrate (10), and the contact surfaces (12) rest opposite the contact points (26) while establishing an elecirica] connection. 

[Fortsetzung auf der nachsten Seiie] 
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Codes and Abbreviaiions") am Anfangjeder regularen Ausgabe 
der PCT'Gazeiie verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfmduns schlagi eine Chipanordnung mit einem eine Vorderseiie (21) und eine Ruckseite (22) auf- 
weisenden Chip (20) vor. in dessen Vorderseiie mindesiens ein iniegriertes Bauelemeni auscebildei isi, wobei der Chip auf oderin sei- 
ner Vorderseiie zur Koniakiierung des integrierien Bauelemenles mil Konlakisiellen (23)yersehen isi und Kontaklmaterialelemenie 
(24) aus einem KontakimaieriaJ aufweisK die sich in Materia]aufnahmen (29) zwischen den Kontaktsiellen (23) und Kontakipunkten 
(26) auf der Ruckseiie des Chips ersu*ecken, und mil einem Subsirai (10) mil einer Koniaktseiie (11), auf der Koniakiflachen ( 1 2) zur 
Definition eines Kontakiflachenlayouts ausgebildet sind, wobei der Chip derart auf dem Substrai angeordnet isL dass die Ruckseiie 
(22) des Chips (20) auf der Kontakiseiie (11) des Subsiraies ( 1 0) angeordnet isi und die Koniakiflachen (12) unier Hersiellung einer 
elekuischen Verbindung gegenuberliegend den Koniakipunkien (26) zum Liegen kommen. 
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Beschreibung 
Chipanordnung 

5 Die Erfindung betrifft die Anordnung bzw. Kontaktierung eines 
Chips auf einem Substrat in Flip-chip-ahnlicher . Technologie . 
Anordnungen der beschriebenen Art weisen auf dem Substrat auf 
einer Kontaktseite eine Mehrzahl an Kontaktf lachen zur Defi- 
nition eines Kontaktf lachenlayouts auf, mit denen der Chip 
10 elektrisch verbunden ist. Haufig werden die Chipanordnungen 
dann in Tragerkorper, beispielsweise in Chipkarten, eingebaut . 

Aus dem Stand der Technik ist es seit langem bekannt, einen 
Chip in Flip-Chip-Technologie mit dem Substrat zu verbinden. 
15 Ein derartiges Ausf iihrungsbeispiel ist in der Figur 2 darge- 
stellt. Auf einer Kontaktseite 11 eines Substrats 10 sind 
beispielhaft zwei Kontaktf lachen 12 vorgesehen. Die Kontakt- 
flachen 12 konnten dabei auch bundig mit der Flache der Kon- 
taktseite 11 abschlieSen, Ein Chip 20, der auf seiner Vorder- 
20 seite 21 mit Kcntaktstellen 23 versehen ist, die zur Kontak- 
tierung eines in der Vorderseite integrierten Bauelementes 
dienen, ist jeweils liber eine Kontaktmetallisierung 25 mit 
den Kontaktf lachen 12 auf dem S'obstrat 10 verbunden. Auf der 
Vorderseite 21 des Chips 20 ist ublicherweise eine (in der 
25 Figur nicht dargestellte) Passivierungsschicht zum Schutz der 
integrierten Bauelemente vorgesehen. Die Kcntaktstellen 23 
sind in der Passivierungsschicht gelegen oder reichen durch. 
diese hindurch, urn die in der Vorderseite des Chips ausgebil- 
dete integrierten Bauelemente zu kontaktieren. Zwischen der 
3 0 Vorderseite 21 und der Kontaktseite 11 des Substrates ist 

weiterhin eine VerguSmasse 31, die beispielsweise ein-Kleber 
sein kann, vorgesehen. Dieser dient dazu, :die Vorderseite des 
Chips sowie die elektrischen Verbindungen vor Feuchte zu 
schutzen und die mechanische Halterung des Chip auf dem Sub- 
35 strat zu verbessern. Die VergujS,masse 31 konnte - auch wenn. 

dies in Figur 2 nicht dargestellt ist - den Chip 20 vollstan- 
dig umgeben. 
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Warden die beschriebenen Chipanordnungen in Chipkarten einge- 
baut, so besteht bei der Nutsung der Chipkarten die Gefahr, 
5 dafi die Chips oder die elektrischen Verbindungen auf Grund 
auf die Chipkarte bzw. die Chipanordnung einwirkender Biege- 
belastungen beschadigt werden. Zur Vermeidung derartiger Be-, 
schadigungen ist es bekannt, in dem Substrat Soil- 
Biegestellen, 2. B. durch gezielte Schwachung des Substrates, 

10 vorzusehen, um die mechanischen Belastungen von dem Chip 

fernzuhalten. Die Gefahr, da£ der Chip bzw. die in ihm ausge- 
bildeten Bauelemente bei einer Biegebelastung beschadigt 
wird, ist in Chipanordnungen, die in Flip-Chip-Technologie 
aufgebaut sind, groJSer als bei konventionellen Chipanord- 

15 nungen, die zur Herstellung eines elektrischen Kontaktes zwi- 
schen den Kontaktstellen des Chips und den Kontaktf lachen des 
Substrates Bonddrahte verwenden. 

v Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht deshalb darin, 
20 eine Chipanordnung anzugeben, bei der der Chip auf ein Sub- 
strat aufgebracht ist und welche eine hohe B'elastbarkeit im 
Falle einer auf die Chipanordnung einwirkenden Biegekraft 
auf weist . 

25 Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelost . 
Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den abhangigen 
Anspriichen. 

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zu Gmande, daS der Bruch 
3 0 eines Chips . in einer Chipanordnung hauptsachlich von der Sei- 
te ausgeht, die mit dem Substrat verbunden ist. Bei Chipan- 
ordnungen, die in Flip-Chip-Technologie auf das Substrat auf- 
gebracht sind, bedeutet dies, dafi die Vorderseite, in der die 
integrierten Bauelemente ausgebildet sind, mit der Kontakt- 
35 seite des Substrates verbunden ist. Dies hat zur Folge, dafi 
von der Vorderseite die hochste Bruchgefahr ausgeht und somit 
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eine Beschadigung der in der Vorderseite ausgebildeten inte- 
grierten Bauelemente wahrscheinlich ist. 

Die Erfindung sieht deshalb eine Chipanordnung mit einem eine 
5 Vorderseite und eine Ruckseite aufweisenden Chip vor, in des- 
sen Vorderseite mindestens ein integriertes Bauelement ausge- 
bildet ist, wobei der Chip auf oder in seiner Vorderseite zur 
Kontaktierung des integrierten Bauelementes mit Kontaktstel- 
len versehen ist. Weiterhin weist der Chip erf indungsgemaS 

10 Kontaktmaterialelemente -aus einem Kontaktmaterial auf, die 
sich in Material auf nahmen zwischen den Kontaktstellen und 
Kontaktpunkten auf der Ruckseite des Chips erstrecken. Die 
Chipanordnung umfaEt weiterhin ein Substrat mit einer Kon- 
taktseite, auf der Kontaktf lachen zur Definition eines Kon- 

15 taktf lachenlayouts ausgebildet sind. Der Chip ist derart auf 
dem Substrat angeordnet, da6 die Ruckseite des Chips auf der 
Kontaktseite des Substrats angeordnet ist und die Kontaktfla- 
chen unter Hersteliung einer elektrischen Verbindung gegen- 
uberliegend den Kontaktpunkten zum Liegen kommen. 

20 

Dies bedeutet, dag die Flip-Chip-ahnliche Kontaktierung des 
Chips mit dem Substrat uber dessen Ruckseite erf olgt . Da sich 
die integrierten Bauelemente nunmehr auf der der Kontaktseite 
des Substrats abgewandten Seite des Chips befinden, mu£ die 
2 5 elektrische Verbindung beispielsweise mittels einer Durchkon- 
taktierung oder mittels entlang der Oberflache des Chips ver- 
laufender Leiterziige erfolgen, so daiS auch auf der Ruckseite 
des Chips entsprechende Kontaktpunkte zur weiteren Kontaktie- 
rung zur Verfugung stehen, 

30 

Dies hat zur Folge, daS die Kontaktstellen auf der Vordersei- 
te des Chips nicht notwendigerweise auf der Vorderseite aus- 
gebildet sein miissen. Vielmehr konnen die Kontaktstellen, die 
zur Kontaktierung des integrierten Bauelementes dienen, auch 
35 in der Vorderseite, also nicht von aufien her zuganglich, an- 
geordnet sein. Beispielsweise konnten die Kontaktstellen un- 
ter der eingangs genannten Passivierungsschicht liegen. In 
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beiden Fallen sind die Kontaktstellgn als Metallisierxangen, 
sogenannte Kontaktpads, ausgebildet. Jedoch ist nicht mal 
dies notwendig, wenn die Kontaktstellen ein dotiertes Gebiet, 
das in der Vorderseite des Chips vergraben ist, darstellen. 

5 

In einer bevorzugten Ausgestaltung ist vorgesehen, daS der 
Chip auf seiner Riickseite gedunnt ist . Das Dunnen der Riick- 
seite kann mittels unterschiedlicher Methoden, z. B. Atzen 
Oder Polieren erfolgen. Durch die Wahl geeigneter Bearbei- 

10 tungsmethoden ist es moglich, die Bruchf estigkeit der Ruck- 
seite zu erhohen. Sofern die Kontaktstellen auf der Vorder- 
seite des Chips ausgebildet sind, sind die Moglichkeiten die 
Vorderseite in Jhrer Bruchf estigkeit zu erhohen jedoch be- 
schrankt . Das Ruckseitendunnen des Chips dient somit zur me- 

15 chanischen Stabilisierung und zur Erhohung der Bruchfestig- 
keit des Chips. 

In einer weiteren yorteilhaf ten Ausgestaltung ist vorgesehen, 
daS die Material auf nahmen durch den Chip hindurch verlaufen. 

20 Die in den Material auf nahmen befindlichen Kontaktmaterialele- 
mente stellen somit Durchkontaktierungen bzw. Riickseitenkon- 
takte dar. Insbesondere im Zusammenhang mit der Ruckseiten- 
dunnung stellt die Herstellung von Durchkontaktierungen bzw, 
Ruckseitenkontakten ein erprobtes und zuverlassiges Herstel- 

25 lungsverf ahren dar. 

Alternativ oder zusatzlich kann vorgesehen sein, die Mate- 
rialauf nahmen entlang der Vorderseite, der Ruckseite und zu- 
mindest einer die Vorder- und Ruckseite verbindenden Seiten- 

30 kante des Chips verlaufen zu lassen. Die Herstellung eines 
elektrischen Kontaktes zwischen den auf der Vorderseite be- 
findlichen Kontaktstellen und den auf der Ruckseite befindli- 
chen Kontaktpunkten erfolgt somit uber auf der Oberflache des 
Chips verlaufende Leiterstrukturen . In dieser Variante kann 

35 gegebenenf alls auf das Vorsehen von Durchkontaktierungen . ver- 
zichtet werden. 
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Die Erfindung wird an Hand der Zeichnungen nachfolgend naher 
erlautert , Es zeigen : 

Figur 1 ein Ausf lihrungsbeispiel der erf indungsgemafien 
5 Chipanordnung , und 

Figur 2 eine aus dem Stand der Technik und einleitend be- 
schriebene Chipanordnung . 

10 Figur 1 zeigt ein Ausf lihrungsbeispiel der erf indungsgemajSen 
Chipanordnung. Auf der Kontaktseite 11 eines Substrates 10 
sind beispielhaft zwei Kontaktf lachen 12 angeordnet . Die Kon- 
taktflachen 12 konnten auch in der Kontaktseite 11 eingelas- 
sen sein, so daS sie biindig mit dessen Oberflache abschlie- 

15 jSen. 

Ein Chip 2 0 weist eine Vorderseite 21 und eine Ruckseite 22 
auf. In der Vorderseite 21 ist zumindest ein integriertes 
Bauelement ausgebildet. Die Vorderseite 21 wird deshalb auch 

20 als "aktive Seite" des Chips bezeichnet. Auf der Vorderseite 
21 sind beispielhaft zwei Kontaktstellen 23 vorgesehen, die 
in konventioneller Weise ausgebildet sind. Dies bedeutet auf 
der Vorderseite 21 ist eine Passivierungsschicht aufgebracht, 
auf welcher die Kontaktstellen 2 3 ausgebildet sind. Die Kon- 

25 taktstellen 23 reichen dann durch die Passivierungsschicht 

hindurch und kontaktieren jeweils wenigstens ein integriertes 
Bauelement . 

Erf indungsgemaS ist die Ruckseite 22 des Chips 2 0 der Kon- 
3 0 taktseite 11 des Substrates 10 zugewandt und mit dieser me- 

chanisch fest verbunden. Die mechanische Verbindung kann bei- 
spielsweise iiber einen Kleber 31 realisiert sein. Zur Her- 
stellung eines elektrischen Kontaktes zwischen den Kontakt- 
stellen 23 und den Kontaktf lachen 12 des Substrates 10 sind 
35 • in dem Chip Materialauf nahmen 2 9 ausgebildet, die von der 
Ruckseite 22 bis zu der von der Vorderseite 21 abgewandten 
Seite der Kontaktstellen 23 reichen. Die Seitenwande 27 einer 
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jeden Materialauf nahme 29 sind mit einem isolierenden Materi- 
al 28 ausgekleidet . Der librige Bereich ist mit einem Kontakt- 
materialelement 24 aus einem elektrisch leitenden Kontaktma- 
terial ausgefiillt. An der Ruckseite 22 bilden die Kontaktma- 
5 terialelemente Kontaktstellen 26, die ihrerseits uber Kon- 
taktmetallisierungen 25 mit den Kontaktf lachen 12 des Sub- 
strata verbunden sind. Die Kontaktmetallisierungen 25 konnen 
beispielsweise Lotbumps oder Bumps aus leitfahigem Kleber 
sein. Nachdem die elektrische Verbindung zwischen den Kon- 

10 taktstellen 23 des Chips 20 und den Kontaktf lachen 12 uber 
die Kontaktmaterialelemente und die Kontaktmetallisierungen 
25 hergestellt ist, wird die VerguiSmasse oder der Kleber 31 
aufgebracht, so daS ein luftdichter AbschluS der elektrischen 
Kontakte sichergestellt ist.. Daruber hinaus ubemimmt die 

15 VerguSmasse oder der Kleber 31 # wie oben bereits dargestellt, 
auch eine mechanische Halterung des Chips auf dem Substrat 
10. 

Die Material auf nahmen 29 mit dem darin befindlichen Kontakt- 
20 materialelem.ent 24 sind auch als Durchkontaktierung oder 

Rucks eitenkontakte bekannt . Die Herstellung derartiger Durch- 
kontakte ist aus dem Stand der Technik seit langem bekannt 
und soil deshalb an dieser Stelle nur kurz dargestellt wer- 
den. Das Ausbilden der Material auf nahme 2 9 kann dabei.auf 
25 verschiedene Arten erfolgen: 

a) Durch einen entsprechenden AtzprozeS an einer geeigneten 
Stelle in der Prozefifuhrung vor dem Dunnen des Wafers bzw. 
des Chips, Dabei wird ein Graben ("Trench") von der Vorder- 
3 0 seite 21 an die entsprechende Stellen der Durchkontaktierung 
geatzt, der geringfugig tiefer ist als die spatere Bauteil- 
dicke, 

Der Graben wird mit dem vorgesehenen elektrisch leitfahigen 
35 Kontaktmaterial aufgefiillt und mit den entsprechenden Kon- 
taktstellen 23 der Bauelemente auf dem Chip 20 kontaktiert. 
Durch den spater folgenden Diinnungsprozefi wird die Unterseite 
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des gefiillten Trenches freigelegt und bildet die gewiinschte 
Kontaktstelle auf der Ruckseite. 

b) Nach der Prozessierung des Chips 20, d. h. nach dem Aus- 
5 bilden samtlicher integrierter Bauelemente in der Vorderseite 
21, dem Aufbringen der Passivierungsschicht und dem Ausbilden 
der Kontaktstellen 23 erfolgt eine Dunnung des Chips 20 von 
dessen Ruckseite 22 her. Nach dem Diinnen der Ruckseite 22 
wird an den Stellen, an denen die Kontaktstellen 2 3 auf der 

10 Vorderseite gelegen sind, eine Materialauf nahme 29 von der 
Ruckseite her in den Chip 20 ausgebildet . Das Ausbilden der 
Materialauf nahme kann z. B, durch einen AtzprozeS erfolgen. 
Sobald die Riickseiten der Kontaktstellen 23 erreicht sind, 
kann ein elektrischer Kontakt zu diesen hergestellt werden, 

15 Zu diesem Zweck werden zunachst die Seitenwande 2 7 der Mate- 
rialauf nahmen 2 9 mit einem isolierendem Material ausgeklei- 
det. AnschlieSend wird der verbleibende Freiraum mit einem 
elektrisch leitfahigem Kontaktmaterial aufgefiillt. Da das 
Auffullen mit dem Kontaktmaterial von der Ruckseite 2 2 des 

2 0 Chips 2 0 her erfolgt, kann das Kontaktmaterialelement 24 an 
der an der Ruckseite gebildeten Kontaktstelle nunmehr elek- 
trisch kontakt iert werden. Insbesondere ist es" hier auch mog- 
lich, auf die Ruckseite 22 des Chips 20 zunachst eine Umver- 
drahtungsebene auf zubringen, um beispielsweise ein anderes, 

25 an das Kontaktf lachenlayout angepasstes Layout der Kontakt- 
stellen zu erzielen. 

Die Kontaktierung kann mit alien aus dem Bereich der Flip- 
Chip-Technologie bekannten Verbindungstechnologien erfolgen. 

30 

Das Dunnen des Chips kann durch Atzen, Polieren, Schleifen 
Oder andere Material abtragende Verfahren vorgenommen werden. 
Abhangig von der Bearbeitungsmethode wird dabei die Bruchfe- 
stigkeit der Ruckseite erhoht . Die durch den DunnungsprozeS 
35 (Schleifen) verursachten Materialbeschiadigungen werden auch 
durch Atzen oder Polieren entfernt; die dadurch erzeugte Si- 
Oberflache weist hohe Bruchspannungen auf. Die m»aximale 
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Bruchspannung der' Vorderseite ist durch die Erzeugung der 
Bauelemente vcrgegeben und in der Regel niedriger. 

Auch wenn dies in der Figur 1 nicht explizit dargestellt ist; 
5 erfordert es die vorliegende Verbindungstechnologie zwischen 
Chip und Substrat naturlich nicht, da6 die Kontaktstellen 23 
auf der Vorderseite des Chips zuganglich sind. Die Kontakt- 
stellen 23 konnten beispielsweise unterhalb einer weiteren 
Isolationsschicht gelegen sein. 

10 

Gleichfalls ist es denkbar, den elektrischen Kontakt zwischen 
den Kontaktstellen 23 und den Kontakt punk ten 26 auf der Ruck- 
seite des Chips liber entlang der Oberflache des Chips verlau- 
fender Leiterstrukturen herzustellen. Denkbar ist diese Vari- 
15 ante vor allem dann, wenn gegebenenf alls manche der Kontakt- 
stellen nicht liber eine durch den Chip hindurchgehende Durch- 
kontaktierungen kontaktiert werden konnen. 

Die Erfindung schafft somit eine Chipanordnxing , die eine ge- 
20 genuber detn Stand der Technik hohere Bruchf estigkeit auf- 
weist, da die Verbindung des Chips uber die auf maximale 
Bruchf estigkeit bearbeitete Ruckseite erf olgt . 
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Bezugszeichenliste 

10 Substrat 

5 11 Kontaktseite 

12 Kontaktf lache 

20 Chip 

21 Vorderseite 
10 22 Ruckseite 

2*3 Kontaktstelle 

24 Kcntaktmaterialelement 

25 Kontaktmetallisierung 

2 6 Kont ak t punkt 

15 27 Seitenwand (der Materialauf nahme) 

28 Isolierung 

29 Materialauf nahme 

3 0 Seitenkante 
31 Kleber 

20 
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Patentanspriiche 

1. Chipanordnung mit einem eine Vorderseite (21) und eine 
Riickseite (22) aufweisenden Chip (20) , in dessen Vorderseite 

5' (21) mindestens ein integriertes Bauelement ausgebildet ist, 
wobei der Chip (20) auf oder in seiner Vorderseite (21) zur 
Kontaktierung des integrierten Bauelementes mit Kontaktstel- 
len (23) versehen ist und Kontaktmaterialelemente (24) aus 
einem Kontaktmaterial aufweist, die sich in Materialauf nahmen 

10 (29) zwischen den Kontaktstellen (23) und Kontaktpunkten (26) 
auf der Ruckseite (22) des Chips. (20) erstrecken, und mit ei- 
nem Substrat (10) mit einer Kontaktseite (11) , auf der Kon- 
taktflachen (12) zur Definition eines Kontaktf lachenlayouts 
ausgebildet sind, wobei der Chip (2 0) derart auf dem Siibstrat 

15 (10) angeordnet ist, daS die Ruckseite (22) des Chips (20) 
auf der Kontaktseite (11) des Substrats (10) angeordnet ist 
und die Kontaktf lachen (12) iinter Herstellung einer elektri- 
schen Verbindung gegeniiberliegend den Kontaktpunkten (2 6) zum 
Liegen kommen. 

20 

2. Chipanordnung nach Anspruch 1, bei der der Chip (2 0) auf 
seiner Ruckseite (22) gedunnt ist. 

3. Chipanordnung nach Anspruch 1 oder 2, bei der die Mate- 
25 rialaufnahmen (29) durch den Chip- (20) hindurch verlaufen. 

4. Chipanordnung nach Anspruch 1, 2 oder 3, bei der die Mate- 
rialauf nahmen (29) entlang der Vorderseite (21) , der Rucksei- 
te (22) und zumindest einer die Vorder- und Ruckseite verbin- 

30 dende Seitenkante (3 0) des Chips (20) verlaufen. 
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(57) Abstract: The invention relates to a chip assembly comprising a chip (20) having a front side (21) and a rear side (22) and in 
whose front side at least one integrated component is provided. The chip is provided, on or in the front side thereof, with contact 
locations (23) sending to contact the integrated component and has contact material elements (24) made of a contact material thai 
extend in material receptacles (29) between the contact locations (23) and contact points (26) on the rear side of the chip. The chip 
assembly also comprises a substrate (10) with a contact side (11) on which contact surfaces (12) for ^defining a contact surface layout 
are provided. The chip is placed on the substrate so that the rear side (22) of the chip (20) is situated on the contact side (11) of the 
substrate (10), and the contact surfaces (12) rest opposite the contact points (26) while establishing an electrical connection. 
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(57) Zusanunenfassung: Die Erfindung schlagl eine Chipanordnung mil einem eine Vorderseiie (21) und eine Ruckseite (22) auf- 
weisenden Chip (20) vor, in dessen Vorderseiie mindesiens ein iniegrieries Bauelenieni auscebildei ist, vvobei der Chip auf oder in sei- 
ner Vorderseiie zur Kontakiierung des iniegrierien Bauelemenies mil Koniakisiellen (23) versehen isi und Koniaktmaterialelemente 
(24) aus einem Kontaklmaieria] aufweisi, die sich in Maierialaufnahmen (29) zwischen den KoniaktsielJen (23) und Koniakipunkien 
(26) auf der Riickseiie des Chips ersirecken, und mil einem Substrai (10) mil einer Koniakiseiie (11), auf der Koniaktflachen (12) zur 
Definition eines Koniakiflachenlayouts ausgebildei sind, wobei der Chip derari auf dem Subsirai angeordnet isi, dass die Ruckseiie 
(22) des Chips (20) auf der Koniakiseiie (11) des Substrates (10) angeordnet isi und die Koniaktfiachen (12) unier HersieJlung einer 
elekirischen Verbindung gegeniiberliegend den Koniakipunkien (26) zum Liegen kommen. 
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